


















专利名称(译) 有机发光二极管装置,其制造方法和显示装置

公开(公告)号 US20200220112A1 公开(公告)日 2020-07-09

申请号 US15/751703 申请日 2017-08-15

[标]申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司
鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司

申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司.
鄂尔多斯源盛光电有限公司.

当前申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司.
鄂尔多斯源盛光电有限公司.

[标]发明人 WEN GUANYIN
CHEN LEI
WU HAIDONG
LI NA

发明人 WEN, GUANYIN
CHEN, LEI
WU, HAIDONG
LI, NA

IPC分类号 H01L51/52 H01L51/56

CPC分类号 H01L2251/533 H01L2251/5315 H01L51/5284 H01L51/56 H01L51/5253

优先权 201710078837.1 2017-02-14 CN

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

本公开公开了一种有机发光二极管装置,其制造方法和显示装置。 该有机
发光二极管装置包括:基板(100)。 在衬底的侧面(100)上的有机发光二极
管层(200); 阻挡层(510)被配置为阻挡紫外线进入有机发光二极管层,其中,
阻挡层在有机发光二极管层的背离基板的一侧或一侧。 靠近衬底的有机
发光二极管层的厚度。 由于太阳光中紫外线的影响,有机发光二极管器件
可以解决使用寿命短的技术问题。
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